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はじめに  

我々は、原子間力顕微鏡（AFM：atomic force microscope）、ケルビンフォース顕微鏡（KFM：

Kelvin-probe force microscope）および走査型容量原子間力顕微鏡（SCFM：scanning capacitance force 

microscope）による同一箇所同時測定を実現可能な多機能走査型プローブ顕微鏡によるパワーデバイ

スの評価を実施してきている 1）。今回、本装置を用いて、逆バイアス有無における SiC ショットキー

障壁ダイオード（SBD：Schottky barrier diode）を評価したので、結果を報告する。 

実験方法  

評価には、600 V 耐圧の Si-SBD（CREE、C3D10060A）を用いた。研削により、ショットキー接触部

を露出させた。測定に用いた多機能走査型プローブ顕微鏡は、AFM 装置に KFM および SCFM の機能を付

加し、同一箇所同時測定を可能にしたものである。 

結果および考察  

最初に、ショットキー接触部露出前後での電流電圧測定により、ダイオード特性が劣化していない

ことを確認した。 

図１は、ゼロバイアス時と 2.5 および 5 V 逆バイアス時の同一箇所の AFM、KFM および SCFM による

測定結果である。AFM による形状評価（図１(a)）には差異は見られない。KFM 測定による表面電位測

定（図１(b)）および SCFM 測定では、逆バイアス依存性が見られた。 

図２は、図１(b)中の A から K で示した箇所の表面電位の逆バイアス依存性である。ゼロバイアス

での表面電位分布はフラットであった。逆バイアス印加時には、アノード側での急激な電位変化とそ

の後の SiC 内でのゆるやかな電位変化が観測された。逆バイアスの増加により、電位変化の変化が増

加した。 

SCFM 測定の結果には明確な逆バイアス依存性がみられておらず、さらなる評価と詳細な解析が必要

である。 
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図１ Si ショットキーダイオード内部の空乏層の    図２ 表面電位の逆バイアス依存性 

AFM(a)、KFM(b)、SCFM(c)による評価結果 
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